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  日前工程师发现有机晶体管性能不佳的原因，并设法对其改进。有机半导体有很大的利用空间，然

而未解决的问题是晶体管间的性能差异远大于商业化器件所允许的范围。单个器件所拥有的高电子迁移

率无法复制为上千个器件的高迁移率，是什么引起晶体管的不连续性？研究人员对多晶器件的不连贯性

进行了系统研究，研究显示薄膜晶体的晶界排列可使晶体管中电荷迁移各向异性现象平均有70多倍，从

而使迁移速度发生差异。晶界上分子收敛和无序限制了多晶电子迁移，消除和增加晶界并无益于器件统

一，而控制晶界方向，降低电荷通过不良晶界的能量障碍等可以改善器件性能。因此进一步了解“晶

界”及其负面效应，有助于在化学层面或设计制造层面上对其进行改善，从而提高器件的性能及可复制

性。本研究受到美国科学基金、美国防部、美能源部等多方基金支持。 

   

 

   

  用于研究薄膜晶体管电流效应的有机半导体晶体 

  相关研究论文： 

  http://www.nature.com/nmat/journal/v8/n12/full/nmat2570.html  

  摘译自： 

  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091111210626.htm 
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